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第 1 章では、研究の背景である LSI の高速化に向けての課題について述べている。また、本論文の目的および構成
についての概略を述べている。
第 2 章では、低電圧領域の直接トンネル電流特性を表す簡単かつ実用的なモデ、ルの提案を行っている。まず MIM
構造を想定した従来の直接トンネル電流の計算式を MOS 構造に拡張するため、 SilSi02 界面における電子濃度のゲー
ト電圧依存性を取り入れ、続いてゲート電極中のキャリア分布状態を組み込んだ新しいモデルの提案を行っている。
この新提案モデ、ルで、低電圧領域の直接トンネル電流特性を再現できることを示している。
第 3 章では、表面反転層における 2次元ホールの輸送特性をコンビュータ上で解析するためのモデルについて述べ






























本研究にて提案したシミュレーション方式をひずみシリコン pMOSFET に適用し、ホールの 2 次元状態を擬ポテ
ンシヤルから計算した結果を初めて示すとともに、ひずみシリコン pMOSFET の移動度増大メカニズムの解明して
いる。ひずみシリコン pMOSFET の 2 次元ホールの状態を詳しく調べた結果、ホール移動度の増大には 2 つの要因、
すなわち、ひずみによるサブバンドエネルギーの分離と、ひずみによる有効質量の減少が関与していることを明らか
にしている。また、ひずみ印加により pMOSFET の性能向上を図るには、基板 SiGe の Ge 濃度を上昇させることが
重要となることを報告している。
以上のように、本論文は MOSFET の計算機シミュレーションに関して新たな物理モデ、ルや計算方式の提案を行っ
ており、さらにそれを応用することで MOSFET の電気特性に対するひずみの効果について学術的に重要な知見を得
ている。また、提案されたモデル・方式は、高度な物理理論に立脚しつつも、工学的応用を強く志向したものであり、
実際の集積回路素子開発に用いられるデ、パイスシミュレーション技術にも大いに貢献する成果である。
よって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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